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(57) Abstract: The invention relates to a non-volatile semiconductor memory element and corresponding production and operation
method, comprising a semiconductor substrate (1), in which a source region (S), a drain region (D) and a channel region lying
between the above are embodied. A control layer (5) is embodied on a first part section (I) of the channel region and insulated from
the channel region by means of a first insulation layer (2A), whilst in a second part section (IIA, IIB) of the channel region, individual
charge storage layers (3A and 3B) are embodied and insulated from the channel region by means of a second insulation layer (2BA
and 2BB). A programming layer (6A, 6B) is embodied on the charge storage layer (3A, 3B), insulated therefrom by means of a third
insulation layer (4A, 4B), and electrically connected by means of a connection layer (6AA, 6BB) to a source region (S) and drain
region (D).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein nichtfliichtiges Halbleiterspeicherelement sowie ein zugehdriges Herstellungs-
und Ansteuerverfahren mit einem Halbleitersubstrat (1), in dem ein Sourcegebiet (S), ein Draingebiet (D) und ein dazwischen lie-
gendes Kanalgebiet ausgebildet sind. Auf einem ersten Teilabschnitt (I) des Kanalgebiets ist eine Steuerschicht (5) ausgebildet und
vom Kanalgebiet durch eine erste Isolierschicht (2A) isoliert, wihrend in einem zweiten Teilabschnitt (IIA, 1IB) des Kanalgebiets
jeweilige Ladungsspeicherschichten (3A und 3B) ausgebildet und vom Kanalgebiet durch eine zweite Isolierschicht (2BA und 2BB)
isoliert sind. An der Ladungsspeicherschicht (3A, 3B) ist eine Programmierschicht (6A, 6B) ausgebildet und von dieser durch eine
dritte Isolierschicht (4A, 4B) isoliert, wobei sie liber eine jeweilige Verbindungsschicht (6AA, 6BB) mit einem jeweiligen Source-
gebiet (S) und Draingebiet (D) elektrisch verbunden ist.



